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論文内容の要旨
Si および Ge の(111) 表面はそれぞれ (7 x 7) および c (2X8) 秩序状態から無秩序状態へ相
転移する o これらの表面の無秩序状態は電子線回析実験によって調べられていて， Ge (1 11) に対して













Si (1 11) 表面の再構成に対しては， DAS構造が (7 x 7) 配列を安定化する機構を積極的に取入
れて拡張した格子ガスモデルを構築した。このモデルが相転移および無秩序状態で見られる散漫散乱パ
タンを再現することを示し， Si (1 11) 表面の秩序・無秩序両状態をよく記述するモデルであることを
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明確にした。次に，このモデルを用いて， Si (1 11) 表面の秩序状態を特徴づける積層欠陥がその無秩序
状態では消失するべきであることを明らかにした。













る O この余分の原子は あたかも化学吸着された原子のように振舞うので吸着子と呼ばれるO 吸着子の
位置はそれ自身 3 角格子を作っている O ゲルマニウムは低温では単位胞の 1 辺が 3 角格子の単位胞のそ
れぞれ 2 倍と 8 倍となる C(2x8)(c は面心を意味する)構造であり 約3000Cで元の 3 角格子の単
位胞 (1 x 1) に転移する。坂本君はこれらが吸着子の秩序・無秩序転移であること，転移温度直上で
発見されている特異な電子線散漫散乱が (1 x 1) 相の吸着子配置が (2 x 2) 構造の不規則多角形の
領域に分かれることに由来すること，その構造が顕著な温度変化を示すこと等を理論模型についてのモ
ンテカルロシミュレーション計算から結論した。また (2 x 2) 領域構造の出現機構の理論的説明を与
えた。一方シリコンでは，低温側で (7 x 7) 構造をとるが，その際表面層の原子配列が大きく変化し
単位胞の半分は積層欠陥となることが高柳氏の研究から知られている。坂本君は，積層欠陥のある場合
および無い場合の両者の可能性を含む理論模型を提案し，シリコンおよびゲルマニウムの両者の表面再
構成を統一的に記述することに成功した。前者は約8000Cで (1 x 1 )状態に転移するが，その際積層
欠陥が消滅すること，前者のタイプの再構成から後者のタイプへの転移が相互作用パラメーターの変化
で実現すること等重要な理論的予言ないし説明が得られているO
坂本君の研究は複雑な表面再構成の諸様相を，全温度領域および関連物質全般に渡って明快に説明す
る理論を与えたもので，表面再構成の問題における統計力学的研究の重要性を示す範例を与えたもので
ある。結論として論文の内容は理学博士の学位論文として十分なものであると認める。
-36-
